NPN SILICON TRANSISTORS, HOMOBASE 2N 3054%
TRANSISTORS NPN SILICIUM, HOMOBASE BDY 7"

2N 3054 compl. of BDX 14

- LF large signal power amplification
Amplification BF grands signaux de puissance VCE o 55V
- High current switching Ic 4A
Commutation fort courant
P 25w 2N 3054
tot 29w BDY 71
h21E(0'5A) 25-100 2N 3054
80 - 200 BDY 71
fT 0,8 MHz min.

Dissipation derating
Variation de dissipation

K Preferred device
Dispositif recommandé

1

Case TO-66 - See outline drawing CB-72 on last pages
Boitier Voir dessin coté CB-72 derniéres pages

e i Bottom view
| Vue de dessous E
so vk
| .
! >
50 L—i' 54
o
C Bottom view
2 [ — Vue de dessous
o i
PR S Y R S Weight :g 4 g Collector is connected to case
50 100 150 gt O Masse ' Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) tamb = +25 °C (Unlessothgr\vxsestaFed)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION am (Sauf indications contraires)
2N 3054 BDY 71
Coliector-base voltage o o T * —T
Tension collscteur-base { VeBo 90 90 v
Collecmr-enﬁiner voltage Vv T
Tension collecteur-émetteur e ‘ . 7(:750 55 55 v
Collector-emitter voltage _ N ﬁ Vv !
Tension collecteur-émetteur R BE = 100 §2 | CER i 60 60 | \
phile e } L
Collector-emitter voltage L ’ v i i
Tension collecteur-émetteur VBE =-15V i CEX ! 90 90 j \Y
Emitter-base voltage ] '
Tension émetteur-base [ VEBO 7 7 | \
Collector current | ic 4 4 T A
Courant collecteur ‘
Base current ) H
Courant base B 2 2 5 A
. . . T T — 1
Power dissipation _ 950 P it
Dissipation de puissance t(:asta: 25°C tot 25 29 ‘ w
Junction temperature t. ; N
Température de jonction max ] 200 200 c
Storage temperature min g —~65 —65 °C
Température de stockage max +200 -+ 200 °C
73-11 1/8
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*2N 3054, BDY 71

STATIC CHARACTERISTICS

(Unless otherwise stated)

CARACTERISTIQUES STATIQUES tease = 25°C (Saut indications contraires)
Test conditions
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-emitter cut-off current Ve =30V lceo 05 mA
Courant résiduel collecteur-émetteur IB = } ‘
+—
i XCE =90V } : ! A
e =~15V i |
| SR S e |
] Vegp =30V T
L Vege=-18V ' BDY 71 5 mA
Collector-emitter cut-off current | tease = 150°C i : .
Courant résiduel collecteur-émetteur N 1 CEX i l
| j \‘ I |
‘ Veg =90V ! ‘ '
- Vee =15V | 2n 3054 6 mA
| lease = 150°C |
—_— ;
Emitter-base cut-off current ‘ Veg =7V ‘ leBo ] mA
Courant résiduel emetteur-base | IC = i
i { S
Collector-emitter breakdown voltage | ¢ =100 mA i v * |
Tension de claquage collecteur-émetteur lg =0 . VCEO(sus) 55 i v
| |
i f
| =100 mA * i
Collector-emitter breakdown voltage | C vV |
Tension de claquage collecteur-émetteur Rgg =100 Q2 CER(sus} 60 | v
e =1mA -
Emitter-base breakdown voltage E Vv *!
Tension de claquage émetteur-base IC =0 (BRIEBO i 7 4 | \
V =4V
|CCE =05A 25 100
2N 3054 t
Static forward current transfer ratio VCE =4V h
Valeur statique du rapport de transfert i ~3A 21E 5 !
direct du courant C 5 H
\" =4V
CE
e =05A BDY 71 | 80 200
e = 05A !
lg =005A \
Collector-emitter saturation voltage VeEsat *
Tension de saturation collecteur-émetteur | 3A
|C A 2N 3054 6 v
B
Base-emitter voitage VCE =4V VBE * 17 v
Tension base-émetteur IC =05A ‘
=55V
Second breakdown collector current Vge =55 Is/B 2N 3054 | 0,455 A
Courant collecteur de second claquage t =1s

* Pulsed
Impulsions

tp = 300 us

§<2%
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*2N 3054, BDY 71

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for large signals) (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour grands signaux) (Sauf indications contraires)
Test conditions ;
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
VCE =10V
Transition frequency - f.
Fréquence de transition 'C 02A T 08 MHz
f =1MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
}
Junction-case thermal resistance R(h(j~c) 2N 3054 7 *C/IW
Résistance thermique (jonction-boitier) \ BDY 71 6 “C/W
L
SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité
! T
l/g) BDY 714
6p———1 - j» -
&
2
4 SR “ +H
\ \\ V\ /;
- N NN\ oY
NN AT 2N
\1\ \, 6‘\ 00\ \1
2 ‘1;00\-\%&?
1 ,.r\zJ‘
NN N
| NN N
MNON
| N\
[ — | N,
i N\
08
06 N
04 tease = 25°C
Continuous.
Continu
Pulsed  cmomomowo——
0'2 Impulsions ) )
0,1
1 2 4 6 8 10 20 40 60 VgtV
38
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*2N 3054, BDY 71

Aire de fonctionnement de sécurité

SAFE OPERATING AREA

5 _ g
18] RS e e
2 iy
| T LT T AT -
! y ARV \
.\\\N\a i
N X
oA — - ]
N I\ _
NN
] PO T S S e
P # s 1\?.4#41 e —
FH 1 el
- m l . - T
e HRE:
AR R T
1 -
I9) 2
S w S
F o 3 R A S I
122 .3 i
gif 88
588 248
— [Te} 2' —
o< ~ - o o o

20 50 VeV

10
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*2N 3054, BDY 71

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR.
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension Courant collecteur en fonction de la tension
IC coMecteur-émetteur I collecteur-émetteur
(A} 12N 3054 A [ soy 71 s 1
| i
R —
5 mA [ oA
AP . | 20
04 f 04 e T
Y1 +—
—
| 15 mA I
03T R s
X — i
T |
Ve . B 4
y LA L

1g=0.
_1‘
? |
| 0 1
0 4 8 120168 Ve 0 4 8 1216 Vv
COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension Courant collecteur en fonction de la tension
IC collecteur-emetteur |C rollecteur-emetteur
(A) | 2N 3054 80 mA
70 mA
"eomA I
//‘ S T
1.6 (7 50 mA’
/—‘_‘
ol 40 mA
|t — !
poT ‘
12 /,/ 30 mA
-
20 mA
_4-4—"7
08
tg =10 mA
g
|
04 A i
0 4
0 1 2 3 VegW! 0 1 2 3 4 v
CE
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*2N 3054, BDY 71

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS.
BASE-EMITTER RESISTANCE(minimum value)
Tension coilecteur-émetteur en fonction de la

VCE résistance base-émetteur (valeur minimum)

(V) Ttoa6e = 25°C

lc = 100 mA

60 '

AN
i

!
L
TN
55 { -
HER
|
1 !
il i |
50 1463 2 4 68 2 461
10’ 102 108 Rge sl

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER

RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT

Valeur statique du rapport de transfert direct du
h21 g courant en fonction du courant collecteur

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
. Valeur statique du rapport de transfert direct du
N21E courant en fonction du courant collecteur

Veg =4V tease = 25°C I\
2N 3054 ’ \\ -
120 200 |—
L /
AN
X \
90 / / \ C 150 \
5 %
/[ /s 5
//W _‘;
<
60 /& 100 \3
/ -
N LN
&
T\,
N\ %
50
) N\ N
\Y N
0 0 N
2 4 68 2 4 68 2 6 5 2 468.‘ 2 4580 2 4 68
10°2 107" 10° 7Y 10 10 10 tA)

6/8
114



*2N 3054, BDY 71

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE-

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
\ Courant base en fonction de [a tension base- Courant collecteur en fonction de la tension
B émetteur Ic base-émetteur
(mA) — T 1 (A) L
Veg =4V [ Z1 A Vee =4V
. 8 V/ 6
cﬁ// 4 ¢}
2 bd 4 47_5 .~
/4 g
102 2 P
8 9y
6 &
/ / »
‘ 10° A
/ s 1</
2
/ : /
10’ /
8 [3)
: g1 s
s
4 I
E] 2
2 .
10° l [ 107"
0 0.4 0.8 1,2 16 Vg 0 04 08 1,2 16 Vgevi

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en Tension de saturation base-émetteur en
v fonction du courant collecteur Vv fonction du courant collecteur
CEsat BE)sa\
V) | v |
<=0 <=1
s 's
1,6 ] 1,6 /
o/ /4
1,2 & 1,2 {7
S
I & 7
[
4 I 1
)/ - 25°C_4
o8 e -
) / = \00°c
/ / [ tcase
0,4 / 0.4
Ps L/
e
L 1
0 0
2 4 68 2 4 6 4 2 4 638 o 2 4 6
107! 10° 1tAl 10 10 I (A)
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*2N 3054, BDY 71

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de la

tension collecteur-base
b

10°

T

tease = 25°C

T

100

TRANSIENT THERMAL RESISTANC

E DERATING

FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS

Facteur de réduction de a résrstance th
régime d’impulsions

ermique en

K | T
-
=0t L 7
M >
al-! o2 LA L~
54(‘)\ 1 ‘/o
Ao
2 Vil
V
10"’
8
s =12
a z
2
10.2 2 5 2 5 2 5 2
B .
105 S0 C10% 1077 10 tpisee)
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